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INHALTSVERZEICHNIS

der vorhergehenden Ausgaben

Nr.1
EBF 89 Regelbare Hf- und Zf-Pentode mit Duodiode
1 Blatt
UBF 89 Regelbare Hf- und Zf-Pentode mit Duodiode
1 Blatt
ECL 82 Triode-Pentode fiir Niederfrequenz-Vor- und Endverstérkung
3 Blatter <
UCL 82 Triode-Pentode fiir Niederfrequenz-Vor- und Endverstédrkung
3 Blatter

PCL 82 Triode-Pentode fiir Vertikalablenkung und Tonfrequenzverstér-
kung im FS-Empféinger
3 Blatter

Nr. 2
EF 83 Regelbare Niederfrequenz-Pentode
2 Seiten { 1 Blatt)

EF 86 Pentode fir Niederfrequenz-Verstérkung
2 Seiten (1 Blatt)

EL 95 Niederfrequenz-Leistungspentode
3 Seiten

EL 86 Endpentode, speziell fir transformatorlose Gegentakt-Endstufen
3 Seiten

Anmerkung

Die in diesen RShren-Dokumenten aufgefthrten technischen Daten
der Réhren und Halbleiter sollen der raschen Orientierung dienen.
Es konnen deshalb nur die wesentlichen Angaben gebracht wer-
den, damit die gewiinschte Ubersichtlichkeit erhalten bleibt, Fir
die Entwicklung und Konstruktion von Gerdten und Anlagen stehen
der Industrie unsere neuesten verbindlichen Deotenblétter zur Ver-
figung. Unser technischer Kundendienst ist jederzeit gern bereit,
Sie In speziellen Fragen zu beraten.

Telefunken GmbH




Rtreu-Bokiduceefe OD 604

Leistungstransistor fir Endstufen gréferer Leistung

Lo

Allgemeines: Der Transistor OD 604 ist ein Leistungstransistor im Metallg , der weg

seiner guten Warmeableitung vom Kristall zur Gehduseoberflache mit bis zu 1,3 W belastet werden
kann. Der Stromverstarkungsfaktor nimmt bis zu sehr hohen Collectorstromen (ca. 1,4 A) nur wenig
ab, so daB sich dieser Transistor gut fir den Bau von Leislun%sversh‘irkem auch bei sehr niedrigen
Befriebsspar g ignet. Die erzielbare Ausgangsleistung bei é V Betlriebsspannung befrdagt in
einer Gegentaki-B-Endstufe ca. 4 W.

Mefwerte
Collectorspannung Uck -2 —2 \4 -
Collectorstrom I —00 —1 A Le
Basisspannung Upp —-020 —058 V Collekror Emitter
Basisstrom Ig -—06 —60 mA ret
Collectorrestspannung i
beil, =—1A UG rest <—0,5 v b——27 — -l
Thermischer
Innenwiderstand Ri therm 25 WCIwW
Grenzwerte
bei Ty; = 45 C
Collectorspannung Uogr -7 v
Collectorstrom e -2 A
Verlustleistung N, 1,3 w
Sperrschichttemperatur Tsp S +75 *C Gewichi: max. 24 g
2x0C602spez.
0C 602 {2x0CB04spez.)
(OGGDQ)l {2x0C604) 2x00604 sl
Schaltbeispiel 1 '  stmA Ausstouerung)
o07mA(Rune) | ..
Nf-Verstarker - s -
s 915R (4
Betrisbsspanniing: 6,3V
Rg =~ 45W oA\ s LlE T
Empfindilchkeit: 4Pl
50 mY an 2 kQ2 ( D
for Ny =50 mW
B
34mA 500 537
NIC: 5/B8132001 P/50E i # g
Ubertrager zv Schaltbeispiel 1
Phasenwendeiibertrager Ausgangsibertrager
E! 48/ Dyn 1Y / Joch ohne Spalt montiert £1 60 / Dyn IV / Luftspalt 0,1 mm (Papier)
Primarwicklung: Collectorwicklung wl 2 X 44 Wdg. 08 Cul
Collectorwigxlung w2z 690Wdg. 0,17Cul 3 2
Emitterwicklong = w3  1O0Wdg., 017 Cul Emitterwiclung w2 2% 46 Wdg. 08 Col
Sekundarwidklung: chkll..lngsrelhen!olge: wl unlen., w2 ob.en
wl 850Wdg. 0,17 Cul Isolation: 1 %X Olleinen zwischen wl
w4 850 wdg. 0,17 Cul und w2
Widkelfolge: wl - w2 -w3-wid i
{solation: U!poc}er 1 X 0,06 zwischen
den Wiklungen




OD 604

ok 1 T Betriebskurven zu Schaltbeispiel 1
m’(ﬁ)m’ E 74
[ foistung
FA X
| 1. Veriustein %)
e (T y Ilufrrmr 10
3 I} @ [
g
s
$ L]
7 5 HH
J 4
§ e sot . EHE 4 Ll
3 i | il | f
X pet -+ =r| 11-r+? .
T HHEH g nmaandi I
3 X, [Variust baider f 2 5 R 2 5 w32 5 w2z 5 rob
s {1 A Transistoren Nurdeistung Ny  (mW)
E. ax/ T |00604) {sehonddr)
) [ ]
3 HE L Betriebsspannung Uy = 6,2V
3 17 =52 [T Generatorwiderstand Ry = 300G
. ; = ’n','”’f L AbschiuBwiderstand R = 3,50
. Vv, Wz por, Sm = £ (Ug~}
2 3o'a| o AT i Frequenz f=1kHz
/, 00 260 W s —
A W Kiirrfaktor k=1(Ny)
Gleichsirom, Verlust, Nuizieistung der Endstufe
Zogute”
Schalt- = NF-Verstacker
Rl -Varstdrke
beispiel 2 5 %2
/73
Betriehsspannung :
oaF py } 55...8V
oA Ry 2 208 Ra~58W
o4 5 58w
d (X-10%)  Empfindlichkeit:
Q o—:
s Q2%aF 0234 9mVan 25 kQ
“omv 0
Q m”fl.',mn:g fir R q=50mW
3§ A
/ P 1,24
Tengensrator *1000uF
ol i |1—
za Mg 1
Ty OC 604 L == Skalentampe 15V, 0,2 A Qsram
Ty OC 604 spez. Ry == HeiBlsiter Rass 0 = 2.2 + 20%

T3 und Ty OD 604

TKose 0 = — 3,4%°C

Ubertrager zu Schaltbeispiel 2

1. Avsgangsdrossel Dy

w;

Wy

Blech: El 48; Moaterial Dynamoblech 1V;
0,35 mm stark, wechselseitig geschichtet.
200 Windungen 0,65 Cul

Anzapf bei 16 Wdgn.

und bei 100 Wdgn. (Mittelabgriff}
Papier-fsolation nicht erforderlich

2 Windungen fir Gegenkopplung
LautsprecheranschluBmaglichkeiten

an 200 Windungen: 20-R-lautsprecher
an 100 Windungen:  5-Q-Lavtsprecher
an 84 Windungen: 3,5-Q-Lautsprecher

2. Transformator der Treiberstufe Tr 1

W,y
Ws

Blech: El 48; Material 5000 G 2; 0,35 mm
stark, py == 3000; Joch ohne Luftspalt auf-

gesetzt.
84 Windungen 0,55 Cul
600 Windungen 0,18 CuL (Primdrseite)

TELEFUNKEN

Ws

84 Windungen 0,55 Cul

Isolation: W; u. W3 ohne Papierisolation.
Jede 2. Lage von W, durch 1 x 0,06 Ol
papier isolieren. Das Ende der Widklung
W, und der Anfang der Widcklung W5 wer-
den miteinander verbunden und liegen am
Widerstand R

3. Eingangsdrossel Dy

Blech: M 30; Material M 1040, 0,1 mm stark;
Luftspalt 0,3 mm {u == 30 000), wechselseitig
geschichtet.

4000 Windungen 0,07 Cul (100-k2-AnschluB)
Anzapf bei 560 Windungen { 2-kQ-AnschiuB}
Anzapf bei 1250 Windungen (10-kQ-AnschluB)
Papierisolation nicht erforderlich,

Die Basis des Vorstufentransistors wird an
die Anzapfung bei 1250 Windungen ange-

schlassen.
OD 604/1a
12. 1956
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OD 604

Blatt 2
Emitter-Schaltung
C
-2
fplA)
] LHO -7 /
e , /
ul/ £
T -08
7 )
el o /
Y, 1 %6 /
"/ e -g6
1’ /’ /
-~
( g /
5|50 -0 f
A
i P Pr— (738 - -42 /
; =
l 3 3 | "'mv
T = VAR TRy et~ S i e i 7
.‘! g (W) ¥ -92 -4 Ugpt¥s ~G6
Belrisbshurven zu Schaltboispiel 2 Ie= f{Ugg)
Nf-Verstdrker 58W; Betriebsspannung 8V ; f=1kHz Upp=—2V
=iz T -70
Uae= -§00m¥ L2 ptah)
[ (4) .
-1 =60 [—1 [
_50 F—+ -1-
-28 -500mY, /
-06
/
s o o 30 ——1- oo ]
a -400mV L = 4 //
-04
il -0 /
y
-g2 s //
-300mvy
] d
L1
 —
7 -2 -4 -8 -8 Yy V) -1 ] -g1  -07 -43 -0 -05 Uptv)
Ie= f(Uge) Ig = 1 {Ugg)

Ugg = Parameter Ugp=—2V




Interessantes aus der Transistorfertigung

I. Das Germaniumpléttchen aus n-leitendem Germanium des OC 604 spez. [eines
Transistors mittlerer Leistung), das Sie auf dem untenstehenden Bild 1 sehen, hat
eine Grofe von 2,7 x2,7 mm, ist 0,2 mm = 200 p dick, und die auf dem Bild sicht-
bare Collectorpille aus Indium hat einen Durchmesser von etwa 1,7 mm..

I, Die n-Germaniumschicht zwischen den beiden p-Schichten ist nur 40..60 . dick
{Bild 2). Da diese Schichistarke fir die Gréfle des Siromverstarkungsfaktors a von
aussch‘aggebender Bedeutung ist, muf3 die von den beiden Aufienseiten erfol-
gende Einlegierung des Indiums sehr exakt gestevert werden.

5Cmw Flachentransistor
Tngeasis

Calector '

e

NNtk
1 Indium
[ Germanim

M

Bild 1

I1l. Das n-Germanium muf3 eine genau bestimmte Zahl von Stératomen [Arsen, Anti-
mon) enthalten, damit sich der gewiinschte spezifische Widerstand ergibt. Es kom-
men je 1 Stératom auf 10°...10" Germanivm-Atome,

Dann betragt: o ~ 7,0 @ cm (bei 108 : 1)

o~ 07 Qcm (bei 107 :7)
{Man bezieht o in diesem Fall auf einen Wirfel der Kantenldange 1 cm vom Quer-
schnitt 1 em? und nicht, wie in der Technik Gblich, auf einen Draht der Ldnge T m
vom Querschnitt 1 mm2.)

IV. Das Ausgongs-Germanium hat in diesem Fal|l einen Reinheitsgrad von 1077, d. h.
avf 10¥ Germanium-Atome darf nur ein Stératom kommen.
Wenn jemand nichts onderes {ut, als 31 Jahre lang ununterbrachen Sekunde auf
Sekunde eine Bohne in einen Topf zu werfen, so darf er sich in dieser Zeit nur ein
einziges Mal vergreifen und statt der Bohne eine Erbse einlegen, dann wire der
gleiche Reinheitsgrad gegeben.

V. Ein Kubikzentimeter Germanium, d. h. ein Germaniumwirfel von der T
nebenstehend gezeichneten Grofle, wiegt etwa 5,25 Gramm und ent- &4 //f‘,
halt 4,3 102 Atome. //// 54

e

7
Stellen Sie sich vor, ein Atom hatte die Grofle eines Weizenkorns, %///
dann wirde die Oberflache einer Kuge! von der Gréfie der Erde 2 m 4
hoch von Weizenkd&rnern bedeckt werden, Bild 3

TELEFUNKEN
12,1956
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Rotweu-Pokicquecrfe o€ 604

Transistor fir Endstufen mittlerer Leistung SP©Zs

Allgemeines: Der Transistor OC 604 spez. ist ein Endstufentronsistor mittlerer Leistung, dessen
Stromverstarkungsfaktor nach hohen Colleciorstromen hin nur wenig abfalll. Er ist deshalb beson-
ders fdr den u von Gegentokt-B-Verstarkern gesignel, die mit niedrigen Bafteriespannungen
belrizben werden sollen. Seine Verlustleistung betragt 100 mW, wenn er mit seiner Kihlschelle auf
ein gut warmeleitendes Chassis avfgeschroubt wird, Bei einer Speisespannung yon 6 V lassen
sich dann Ausgangsieistungen von ca. 400 mW bei einem Klirrfaklor von 5% erzielen.

Mefiwerte

Collectorspannung Usgg — 6 —05 ¥
Collectorstrom In — 2 —100 mA
Basisspannung Upg —I150 — 50 my
Basisstrom Ip —004 —20 mA
Collectorrestspannung
bei I, = —100 mA Vet —035 ¥
Collectorresistrom -
bei U =—8VY, I, =0 I -3 [<—15) pA =t
B I i TS
Thermischer Innenwidersiand R, . . 03 WimW o Kb
Grenzwerte
bei T = 450 C
Collectorspannung U“_!i -7 v P Py
Verlustieistung N_t 100 mW 3 S i
Sperrschichttemperatur T": T +75 c G':;'d" hok Kuhlf_ahno. max. 259
i okuumdidit eingeschmeolzen,
1 Emitter- + Collectorveriystleistung, feudhtigkeitssicher
Schaltbeispisl - )
for Nf-Verstarker 530 mW i0%mi |04 § ST R 9x0CE04sper. | | Ichups
Rs tR &30 § _ss--a
mox. Belriabsspanaung: 6,5Y; A Jaa e - :
max. Umgebungstemparatur: 45 C; [ E cy W3S I
Empfindlichkeit: 22mV boi Ny = HOmW  Rard § F 45
5 ocens | E|E-dl
K omt0kR  GRE g * ”MQI. — l
Ry = Heiblieiter R = 5012, [ ‘="*“"ﬂ$—t- ‘@ } P
TK=—J48'"C, ! | Ty = 3 ' 50 ¥t 10mh
Rund TKboi 28 (D) fan- 250 : — & T i e
E’m“w' ‘ e ayumm we wl Hesa mfr? il
boe e o + e 4 4 o4
N e
Kol e | | | l
W L | | |
i LY} = I |
*, |
Betriebskurven i ! // /
for den 530mW Nf-Verstarker  *|¥ T— 7 '// ' /
Ko: Kg: Wy = £ (U1, Nl ? o /
U, =65V f=1hHz [ - L |
o o ol | /M
5 | —— 5t
’ 3 J 4 4 . 7 §
“?n‘ﬂ
¥ EY w e o W



OC 604 spez.

Emitter-Schaltung
=200
Ygs = —400m¥
' lae m
fmA)
|
150 'l A e ~I7EmY
\
\My =700mw
T
';\ =-d50mv
I
-100
\|
\ Lt~ =325 mV
3 T (
X e -JW/nVT
-4 _‘ ! [
N
= Ll - 275y
e e R, P ! .
1~ =250 mv 1
=225my T |
1 -200m¥
— 1
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 7
Yy (1) ‘
Ig = f(Ucg)
Ugg = Paramstfer
( e
-200 -7 :
| /
e (/ri” T
fmA) I
-
|
0 /
[ o
I \[
/ NV .
/ -4 .; Sl | '
N
0 < l\ %y
o ] & !
[ ¥ d (
-2 /
-50
/4
// , Vi
1 7 Y,
/
0 4 o
[/ g ko - -« 4 -0 -2 -0 -400 -5
Usg (V) e (V)
Ip = f(Ugg) Ig= f(Ugg)
Uog = Parameler Ucg = Paramefer
TELEFUNKEN OC 604 spez.Nla
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Ktwreu-Bokiguceerfe  OC 612

Hochfrequenztransistor

Allgemeines: Der Transistor OC 612 ist ein Hochfrequenziransistor fir den Mittelwellenbereich

mit einer Grenzfrequenz von ca. 5 MHz,
Stromverstirkungsfoakior a auf 0,7 seines Wertes bei 1 kHz abgenommen

Darunter ist die Frequenz zu verstehen,

hat.

Die erreichbare Leistungsverstirkung ist bei der Gblichen Zwischenfrequenz von 470 kHz ca. 33 db
ohne Bericksichtigung der Kreisverluste.
Zur Schwingungserzeugung 1aBt sich der Transistor OC 612 bis etwa 10 MHz verwenden.

Gleichstrom-Mef3werte
Arbeitspunki

Collectorspannung Uop
Collectorstrom Ig
Emitterstrom Iz
Basisspannung Upp
Basisstrom IB
Collectorresistrom

bei UCB =—§ Y

Ig = 0 I,

Wechselstrom-MeBBwerie
im oben angegebenen Arbeifspunki

Steilheit S
Eingangswiderstand

{Collector kurzgeschl.) kRe
Innenwiderstand

{Basis kurzgeschlossen) kR;

Optimale Leistungsverstarkung
{Kreisverluste nicht beriick-

sichtigt) G
Grenzfrequenz

{Gemessen in Basisschallg.) fact)
Grenzwerte
bei Ty = 45 C
Collectorspannung Uor
Collectorsirom 1
Yerlustleistung NVI}
Sperrschichttemperator T

80 max

—6 v
—0,5 mA
05 mA
—150 mY
—20 pA
—S{(<—12) pA

Emitterschaltung fiir f = 40 kHz

17
18
35

35

5(>3

—I15
—40

30
+75

mA/Y
kQ

kQ

dB

MHz

v
mA
mwW
oC

1) Als Grenzfrequenz wird die Betriebsfrequenz bezeichnet,
bei welcher der Stromverstarkungsfaktor o auf das 0,7fache
seines Wertes bei 1000 Hx abgefallen ist.

%) Emitter- + Collectorverlustleistung.

Vierpolgréfien:

ﬁ

%

00 ©
EB

387

C

Raler Punkt

Gewicht: max. 1 g

Yakvumdicht eingeschmolzen,
feuchtigkeitssicher

; il Eingangswiderstand Innenwiderstand Rickwirkung Steitheit
- kR, C, kR; <, Rgy | Cry El
270 kHz 14 ko 830 pF 85 kQ 38 pF 250 kQ 23 pF 17 mAYY
470 kHz 1,1k 600 pF 50 k@ 38 pF 200 k@ 22 pF 17 mAY
1 MHz 0,55 kQ 580 pF 21 kR 35 pF 40 kQ 2] pF 155 mAY

bei der der
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Golddrahtdiode mit besonders kleinem DurchlaBwiderstand, Schaltdiode

Aligemeines: Die Golddrahtdiode OA 180 ist als Kleinfidchendiode aufgebaut. Ihr besonderer
Yorteil liegt in einem sehr niedrigen FluBwiderstand und dem dadurch bedingten ginstigen Yor/
Rick-Verhaltnis.

Gegeniiber der Spiizendiode ist bei der OA 180 die Sperrschichtkapazitat etwas hdher {~ 4 pF).
Trotzdem ist ihr Einsatz bis zu Frequenzen von 30 MHz moglich,

Mefiwerte
DurchlaBstrom 13 bei +0,75 V 200 (= 100} mA
Sperrstrom Isperr bei —5V 42 20 A
Differentieller DurchlaB-
widerstand bei Iy = 100 mA 2(< 3 [+
Differentieller Sperr-
widerstand bei Usperr =075V > 400 kQ
Ty = 45¢C
Grenzwerte
Sperrspannung Ugperr —20 Y
Spitzensperrspannung Ugp —30 A4
Spannungsspitze bei
Einze!spannungsstofen U, .. —~-40 v
Richtstrom Licht 120 mA - -
DurchlaBspitzenstrom 2 S}
f= 25 Hz Isp 400 mA — 1
Stromspitze 255 55 5%
bei EinzelstromstoBen Lioss <1 A ’ .
max. Zeitdaver .
Gewichi: . 0
der Einzelstromstéfie t s05 s il max: 0%
Sperrschichttemperatur Tsp i +75 oC VYakvumdicht eingeschlossen,
8p min —50 «C feuchtigkeitssicher
Kapazitat
bei Ugporr =—075V Cak 4 (<10} pF
1gima) cﬁ‘; ]
{
& somh
e LHTTT
LT [T
5 - 1 75mA
LT L1
1T [T
4 — = 11X ﬂﬁ’
—1”‘ el all
5 - pEo
LT
3 =
Usperel¥) ,} 4
-20 - - -3 %
! { | a5 gyt 1 7
- L 1l
Sspern (A g 5 0 Al 28 25 fiMiz) 30

DurchlaBscheinwiderstand in Abhdngigkeit
Mitteiwartskennlinle von der Frequenz bel verschiedenen Arbeitspunkien




Diodenquartett fiir Ringmodulatoren und Gleichrichter in Graetz-Schaltung

Allgemeines: Die vier Dioden des Quartetts OA 154 Q sind so ausgesucht, daB ihre DurchlaB-
|.mdg Sperrkennlinien weitgehend Ubereinstimmen. Mit diesem Quartett lassen sich Ringmodulatoren
baven, die eine Tragerfrequenz-Unterdriickung von 1 : 150 ohne und 1: 1000 mit Ausgleichs-Poten-
tiomeler ermdglichen.

Mefiwerte
DurchlaBstrom I bei + 1V e 4 mA
Sperrstrom Feperr bei —5YV S pA
bei —40 V < 300 pA
Grenzwerte
bei Umgebungstemperatur +20 +60 oC
Sperrspannung Uaperr —50 —40 V
Spitzensperrsparinung S —55 —40 V¥
StoBspannung
Dauer < 1s, Abstand von - -
Stof zv StoB > 2 min Ugioss —60 —50 V o <}
Richistrom Licht 2 2 mA — }
DurchlaBspitzenstrom 255 > 25
f225Hz L. 75 75 mA
DurchiafistromstoB k
SD&" <SI. sé A>b52?cn5i o : I . Gewicht: max. 0,5 g
zv Sto min stoas m, - .
Sperrschichttemperatur Tsp . +75 oC Vakuufr: g:;:g:::iii?gzolun’
8p min oC
Kapazitat
bei U, . =—40Y Sk 035 pF

Symme'riebedin%ungen: Die vier Einzeldioden unierscheiden sich im DurchlaBstrom bei einer
Spannung von +1 um h&chstens 3%, bei +0,2 Y um max. 5%.

g mA;
»E— / 7
H ¢
1
” #%7[* 3 |
” | L 7
a( s
§ / M It RY
i / , ]
r // 2 |
22— al
”‘F";;? W0 80 60 _-e0 -2 i
T 05 7 Ugvi
i S =
/ il
// ~83 V..4 Dioden-Quartett (Prisfling),
-4 5 Potenliometer, ca. 10..50 91,
f x 6 Kopazitiv-symmetrischer Obarirager,
25 600/600 9, f ¢ 50...150 kHz,
te i 7 Seleklives Rohronvolmater fir 100 kHz,
i Dampfung bei 2 200 kMz mindestens 6 Naper,
-/f:,.- mA)
MebBschaltung for Tragerunterdrickeng
Mittelwertskenniinie Die Trdgerunterdrackung betrdgt ohne zusdizliche S
metrisrungamitiel fa and b kurzgeschiossen) Im Hm
1:150, bel Einstall auf das 7 {minimum mit-

fels des Poten fers im Mittet 1: 1000.




